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𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝐻2𝑣𝑎𝑝 + 𝑄𝐷𝐶𝑀𝑆 + 𝑄𝐻2𝑑𝑖𝑙





























 Fragments de tube  
λθ
2𝑑𝑕𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝑛𝜆
θ

































































 𝐸𝑎𝑝𝑝 =  
3𝜋
4000
 ×  
∆𝛿
∆𝑃





𝛼 𝑇 =  










 𝐺 =   𝑛𝑖𝜇𝑖  𝑖
 
 
𝜇𝑖 =  ∆𝑓𝐻𝑖
0(𝑇, 𝑃 ) − 𝑇𝑆𝑖

























=  𝑎0𝑙𝑛𝑇 + 𝑎1𝑇 +  
𝑎2
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=  𝑎0 +  
𝑎1
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𝑇 +  
𝑎2
3
𝑇2 +  
𝑎3
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𝐻  𝑇 = ∆𝑓𝐻   298 𝐾 + (𝐻 𝑇 −  𝐻 298 𝐾 )
 





















































































0 =  𝐻298 𝐾

















































𝜙𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑕𝑐 . 𝑆. (𝑇𝑓 − 𝑇𝑠)







𝜍𝐿𝐽 = 1,18.  𝑉𝑏
3
𝜖 𝑘 =  1,15. 𝑇𝑏
є σ λ
λ



























 𝑄 = 500 𝑠𝑐𝑐𝑚 = 8,33. 10−6 𝑚3. 𝑠−1
𝑆 =  𝜋𝑅2 = 5. 10−5 𝑚²





















































𝐴 =  𝜀 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝐶
 𝐴 𝜈 =   𝜀 𝜈  ⋅ 𝐿 ⋅ 𝐶
 𝐴 𝜈  𝜀 𝜈 
 𝜀 𝜈 
𝐼 𝜈 
𝐼 𝜈 =  0.023  𝜀 𝜈 
𝐶 =  𝑃 𝑅. 𝑇 
 𝜀 𝜈 
𝐼 𝜈 





































































𝑅 𝑥 =  
𝑑𝑒
𝑑𝑡
𝑑𝑥 = 𝑣0. 𝑑𝑡
𝑒𝑡𝑜𝑡 =  
1
𝑣0


























































































































































3118,8 ; 3109,9 1,94 ; 3,33 a(CH3) 
3034,9 0,47 s(CH3) 
2260,7 91,75 (SiH) 
1456,8 ; 1454,1 1,81 ; 4,43 a(CH3) 
1298,5 19,70 s(CH3 )+ (HCSi) 
903,1 ; 857,1 103,75 ; 172,22 (HCSi) + (HSiCl) 
751,5 92,34 (SiC) + (HCSi) + (HSiC) 
547,8 128,32 a(SiCl2) 
484,5 40,45 s(SiCl2) 
246,3 6,34 (ClSiC) + (HSiC) + (HCSi) 
188,1 0,37 (ClSiC) + (HCSi) 
174,0 2,98 (SiCl2) + (ClSiC) 







598,7 542,4 a(SiCl4) 
405,8 0, s(SiCl4) 
214,4 17,32 a(SiCl4) 
141,4 0, s(SiCl4) 






3138,2 ; 3134,8 1,02 ; 1,22 a(CH3) 
3048,9 0,11 s(CH3) 
1460,4 ; 1456,4 2,32 ; 2,34 a(CH3) 
1290,0 18,77 s(CH3 )+ (HCSi) 
840,1 ; 835,4 61,98 ; 63,77 (HCSi) 
727,6 66,79 (SiC) 
563,1 ; 562,1 299,5 a(SiCl3) 
434,6 20,19 s(SiCl3) 
232,3 ; 231,3 ; 227,9 3,91 ; 7,78 ; 3,66 (ClSiC) + (ClSiCl) + (HCSi) 
154,7, 151,8 0,74, 0,71 (ClSiCl) + (ClSiC) 







2256,2 206,4 a(SiH3) 
2241,6 52,67 s(SiH3) 
954,0 119,3 a(SiH3) 
948,6 255,3 s(SiH3) 
656,3 46,64 (HSiCl) 
531,5 68,42 (SiCl) 










2281,1 86,87 a(SiH2) 
2264,1 64,31 s(SiH2) 
953,8 106,8 (SiH2) 
874,0 ; 709,1 ; 593,3 231,2, 0, 33,95 (HSiCl) 
568,7 136,5 a(SiCl2) 
510,7 43,32 s(SiCl2) 
182,4 2,61 (SiCl2) 







2300,8 57,34 (SiH) 
799,0 256,5 (HSiCl) 
581,5 288,1 a(SiCl3) 
479,9 26,23 s(SiCl3) 
245,9 7,55 (HSiCl) + (ClSiCl) 
169,4 3,68 a(SiCl3) 
 : élongation;  : déformation; a : antisymétrique; s : symétrique 
 
 








 
